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ABSTRAK

Perhitungan arus terobosan pada transistor dwikstunbungan hetero Si(110)/Si
xG&d/Si(110) dilakukan dengan mengikutsertakan kopklmgara komponen-komponen
transversal dan longitudinal (sejajar dan tegakduerhadap antar muka Si/Sbe;) dari
gerak elektron. Hasil perhitungan memperlihatkahwza kopling antara energi kinetik
sejajar dan tegak lurus permukaan penghalangG8i mempengaruhi arus terobosan
secara signifikan ketika kecepatan elektron lelgsab dari 1x10m/s. Perhitungan arus
terobosan ini diterapkan pada regangan tensil darpkesif serta konsentrasi germanium
x sama dengan 50%, 30% dan 20%. Diplefasil arus terobosan akan semakin
besar dengan semakin kecilnya konsentarasi germayaung diberikan pada basis..

Kata kunci : anistropik, arus terobosan, kecepatan elektkonsentrasi germanium,
regangan kompresif, regangan tensil, struktur beter
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Gambar 1. Rapat arus terobosan padasidtan dwikutub struktur hetero
Si(110)/SixGe(110)/Si(110) anisotropik dengan konsentrasi germanium
x sama dengan 50%, 30% dan 20% untaddan
(a) regangan tensil dan (gargan kompresif.
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